TRANZYSTORY p-n-p
O TG50, TG51, TG52, TG53 i TG55

Tranzystory germanowe stopowe malej mocy malej czg-
stotliwofel.

Tranzystory TG50, TG53 i TG55 sa przeznaczone do stoso-
wania we wzmacniaeczach akustyeznych matej mocy. Do
uktadéw przeciwsobnych tranzystory TG50, TG53 i TGSS
sg dobierane parami.

Tranzystory TG51 i TG52 s3 przeznaczone do stosowania
w przetwornicach.
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Tranzystor w budowie metalowej TO18(CE22).
Kolektor jest polaczony elektrycznie z budows.

DANE TECHNICZNE

Wartosceli dopuszczalne parametréw eksploatacyjnych

Typ TG51 TG50 TGH3
TG52
TG55
Napiecie
kolektor-baza —Ucro 60 30 15 v
Napiecie
kolektor-emiter = —Ucss 60 30 15 v
Napiecie emiter-baza —Ugso 10 10 10 v
Prad kolektora —Ic 150 150 150 mA
Prad szezytowy
kolektora —Icn 300 300 300 mA
Prad szczytowy bazy —Ism 25 25 25 mA

Temperatura zlgcza i; 348 K (75°C)

Zakres temperatury
sktadowania tstg

Moc strat kolektora
przy tems = 208 K
(25°C) P,

218...343 K (—55...+70°C)

175 175 175 mwW
Parametry termiczne

Rezystancja termiczna

<285 <285 <285 K/W
<8 <85 <8 K/W

zlgcze-otoczenie
zigcze-obudowa

Rtng-ay
Rtng-o

5 Elementy pblprzewodnikowe

6-74/1

SWW 1156-211
TRANZYSTOR TG50
Parametry statyczne

przy tams = 298K
(2500) min. typ. maks,
Wspblezynnik

wzmocnienia pra-

dowego*

przy —Ic=10mA,

—Ucg=86V hyzr kLI 30 — 50
k1.III40 — 20 -
kLIV70 — 120 —

przy —Ic =125 mA
—ch =1V

Prad zerowy kolek-
tora
przy —Uep =12V —Icmo —_ 6 20 pA
przy —Ucz =12V,
tamp = 343 K (70°C) —Icmo — 150 700 pA

Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy —Ic = 100 pA,
Ig=0

Napigcie przebicia
kolektor-emiter
przy —Ic =100 p4,
RBE =

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy —Ig =100 pA,
—Ic =0

heix 20 —_ - _

—Upmrep 30 ~— - v

—Uprces 30 — — \'2

—Upmesn 10 — - v

Parametry dynamiczne

przy tams = 298K

(25°C) min, typ. maks.
Czestotliwo&é gra-

niczna

przy —Ucg =6V,

—Ic =10 mA,

f=02MHz fr 05 1,2 —_ MHz
Stosunek wspélczyn-

nikéw wzmocnie-

nia prgdowego do-

branych par**

przy ~Ucg =6V, hesza)

—Ic=10mA —_ —_ 13 —_—
Ratr@)

przy —Uce =1V, T

—Ic=100mA — - 13 —
21E(2)

* Podziatu na klasy dokonuje sie na Zyczenie odbiorcy okreslone
w zamoéwleniu.

** Tranzystory dobiera si¢ w pary na #yczenie odbiorcy okres-
lone w zamoéwieniu,



TRANZYSTOR TG51

Parametry statyczne

Przy tamp = 208K

(25°C)
Wspbtezynnik

wzmocnienia prg-

dowego*

przy —Ic = 250 mA

_UCE = 0,7 v

hose k1.1

min.

typ.

maks.

15

KLIT 20
k1. 111 40
kL IV 70

Prad zerowy kolek-
tora
przy —Uecg =12V —Icmo
przy —Ucs =12V,
tamb = 343 K (70°C) —Icmo

Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy —Ic = 100 pA,
I = 0

Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy —Ic =100 pA,
Ra £ = 0

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy Ix = 100 pA,
—Ic=10

~Uwsmcro

—Usricas

—Usmyzse
Parametry dynamiczne

Przy tamp = 298K
(25°C)

Czestotliwo$é gra-
niczna
przy —Uecz =6V,
—Ic = 10 mA,
f=0,2MHz fr

TRANZYSTOR TGbH2

Parametry statyczne

przy temp = 298K

(25°C)
Wspblczynnik

wzmocnienia pra-

dowego*

przy —Ic = 250 mA,

- UCE = 0,7 A"

hoig kLI

60

60

10

min,

200

typ.

25
50
90
120
20

700

maks.

0,5

min.

1,2

typ.

15

KLII 20
k1. TIT 40
kL.IV 70

Prad zerowy kolek-
tora
przy —Ucs =12V —Icmo
przy —Ucs =12V,
tams = 343K (70°C) —I¢p

Napigcie przebicia
kolektor-baza
przy —Ic =100 pA,
Ig=0

Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy —Ic =100 pA,
RBE‘ =

—Uwsrceo

—Uer)ces

180

25
50
90
120

20

700

A

LA

MHz

l

pA

nA

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy —Iz = 100 pA,
—Ic=0 —Ueryzze
Parametry dynamiczne

Przy temp = 298 K
(25°C)

Czestotliwo§é gra-
niczna
przy —Uce =6V,
"“Ic =10 mA,
f=02MHz fr

TRANZYSTOR TG53

Parametry statyczne

przy tamp = 208 K

(25°C)
Wspblezynnik

wzmocnienia pra-

dowego*

przy —Ic = 10mA,

—UCE =6V hglz

10

min.

typ.

0,5

min,

1,2

typ.

kI.II 30

k1. IIT 40
kLIV 70

Prad zerowy kolek-
tora
przy —Uep =12V —Icpy
przy —Ucp =12V,
tamp = 343 K (T0°C) —Icpo

Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy —Ic = 100 pA,
—I ET 0

Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy —Ic = 100 pA,
RBE =

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy —Iz = 100 pA,
-1 = 0

—Usricss

—U(BRICES

—U@reso

Paramefry dynamiczne

Przy tames = 208 K

(25°C)
Czestotliwosé gra-

niczna

przy —Uceg =67V,

—Ic=10mA,

f = 0,2 MHz fr
Stosunek wspblezyn-

nikéw wzmocnienia

pragdowego dobra-

nych par**

E:_T;Z :Ir{)cx:l; 6V, ha1Eq)

h21E(2)
przy —Ucz =1V,
—Jg = 100 mA 21E(1)

hei

min.

170

tyD.

50
90
120
20

700

0,5

1,2

1,3

1,3

MHz

rA

pA

MHz

* Podzialu na klasy dokonuje sie na zyczenle odblorey okreflone

w zaméwieniu.

#+ Tranzystory dobiera sie w pary na Zyczenie odbiorcy okresd-

Jdone w zaméwieniu.



TRANZYSTOR TGHS Parameiry dynamiczne

Parametry statyczne Drzy tamp = 298K
0,
DIZY tamp = 208K (25°C) min. _typ.  maks.
(25°C) min. typ.  maks. Czgstotliwosé gra-
Wspblczynnik niczna
wzmochienia pra- przy ~Ucz =6V,
dowego* —Ic=10mA,
przy —Ic = 10 mA, f = 0,2 MHz f!' 035 1,2 - MHz
"ch =6V hnB kLII 30 —_ 50 — Stosunek wspaczyn_
k.I140 - 80— nikéw wzmoenie-
kLIV 70 - 120 — nia prgdowego
Prad zerowy kolek- mierzonych w
tora punkcie
przy —Ucs =12V —Icg —_ 6 20 paA —Uee =077V,
przy —Ucp =12V, —~Ic =250 mA
tamy = 343 K (70°C) —Ic — 200 700 pA —Uep =07V,
Napiecie przebicia —Ic=10mA E‘-E- 0,5 — = &=
kolektor-baza ha1x
przy —Ic = 100 pA, Stosunek wsp6iczyn-~
Tg=0 _U(BR)CBO 30 — S v niké6w wzmocnienia
ipiecie przebicia prgdowego dobiera-
kolektor-emiter nych par*
przy —Ic =100 pA, przy —Ucz=6V, h
Rpz =0 ~Ugsrmezs 30 — — V —Ic=10mA ) TERTE -
Napiecie przebicia hatgea
emiter-baza przy —Ucz =1V, B
przy —Iz =100 pA, —Ic =100 mA _—— 13 —
—-Ic=40 —'U(an)gpn 10 —_ —_ v haix()
* Podziatu na klasy dokonuje si¢ na Zyczenie odbiorcy okreflone * Tranzystory dobiera sie w pary na zyczenie odbiorcy okres-
w zambwieniu. lone w zamodwieniu,
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